
第三章采购需求 
不满足带“★”或“*”要求，投标将被拒绝 

 

一、采购标的 

序号 名称 数量 是否接受进口 

1 8 英寸原子层快速沉积系统 1套 否 

2 8英寸等离子增强原子层沉积系统（核心产品） 1套 否 

 

二、功能要求 

集成电路介电材料多模式沉积镀膜系统包括 8英寸原子层快速沉积系统和 8

英寸等离子增强原子层沉积系统各一套，其中 8英寸等离子增强原子层沉积系统

需要包括热法工艺模块和等离子工艺模块。热法工艺模块可用于沉积 Al2O3、HfO2、

La2O3、ZrO2、SiO2等氧化物薄膜材料。等离子工艺模块可用于沉积 SiNx、TiN、AlN

等氮化物薄膜材料及单质金属，如 Pt等。 

 

三、配置要求 

*3.1  8 英寸原子层快速沉积系统包含：≥1 套原子层沉积主机；≥1 套不锈钢反

应腔；≥3 套液态前驱体管路系统（包含≥3 套源瓶）；≥3 套载气辅助前驱体管

路（包含≥3 套源瓶）；≥1 套臭氧系统。 

*3.2  8 英寸等离子体增强原子层沉积系统包含： 

1）热法工艺模块包含：≥1 套原子层沉积主机；≥1 套不锈钢反应腔；≥2 套液

态前驱体管路系统（包含≥2 套源瓶）；≥4 套加热前驱体管路系统（包含≥4 套

源瓶）；≥1 套臭氧系统；≥1 套手动传片系统，包含 Load-Lock 腔；≥1 套泵前

尾气过滤系统；≥1 套干式真空泵；≥1 套循环水冷却器等。 

2）等离子工艺模块包含：≥1 套原子层沉积主机；≥1 套不锈钢反应腔；≥3 套

液态前驱体管路系统（包含≥3 套源瓶）；≥3 套加热前驱体管路系统（包含≥

3 套源瓶）；≥1 套等离子系统，包含≥2 套等离子气体管路；≥2 套气态前驱体



管路系统；≥1 套臭氧系统；≥1 套手动传片系统，包含 Load-Lock 腔；≥1 套泵

前尾气过滤系统；≥1 套干式真空泵；≥1 套循环水冷却器。 

 

四、技术要求 

4.1  8 英寸原子层快速沉积系统： 

□4.1.1 腔体满足最大衬底直径≥200mm 晶圆，并兼容直径 200mm 以下尺寸衬

底的沉积使用。 

□4.1.2 设备本底真空≤5Pa，设备漏率≤ 5×10-10 Pa·m3/s； 

□4.1.3 多种沉积模式：快速模式（适用平面快速沉积）、充分暴露模式（适用

3D 或多孔结构样品）和多元掺杂模式（可以沉积多层叠加薄膜）； 

*4.1.4 反应腔材质为 316L 不锈钢，底座整块材料加工，腔体表面抛光后电解；

样品台加热温度最高可达 400℃，反应腔配备自动充气及过压保护功能；  

□4.1.5 常温源 1 路，加热液源 2 路，载气辅助源 3 路；前驱体输送管路加热温

度范围 RT-250℃，控制精度≤±1℃； 

□4.1.6 常温源：配备三孔 ALD 阀门、源手动阀、不锈钢源瓶； 

□4.1.7 加热源：配备三孔 ALD 阀门（响应时间＜5 ms，阀体内置直径为 1/8 英

寸加热器，温度范围 RT-200 oC）、源手动阀、不锈钢源瓶(50 mL)，源瓶温度

范围 RT-200 oC； 

#4.1.8 载气辅助源：配备三孔 ALD 阀门(响应时间＜5 ms，阀体内置直径为 1/8

英寸加热器，温度范围 RT-200 oC)、载气脉冲 ALD 阀门(响应时间＜5 ms)、源

手动阀(耐温 121 oC)、MFC（量程 0-100 sccm)，不锈钢源瓶(100 mL)； 

□4.1.9 管路及接头均采用 316 EP 级电解抛光不锈钢材料，所有气体管路连接

处采用金属 VCR 密封；载气管路采用 N2 或者 Ar 气体，通过 MFC 控制；配备

惰性气体自清洗系统，在控制界面中可以设置自动清洗的次数； 

〇4.1.10 配备臭氧发生器、臭氧破坏器、MFC(量程 0-200 sccm)；臭氧发生器产

量≥20 g/h，浓度≥150g/m3；臭氧发生器采用风冷方式无需配备冷却水，尺寸

不大于 510×510×210 mm； 

△4.1.11 配备压力传感器，检测范围：5×10-4–1000mbar； 

□4.1.12 采用 PLC+工业触摸屏方式；PLC 采用工业以太网控制方式，支持灵活



扩展 DeviceNet、CANopen、PROFIBUS DP 等通信方式；系统可实现配方编

辑、保存、读取等功能；ALD 阀门及管路具备自动排空和清洗功能；系统可实

时监测动力气体压力值、系统压力值、加热状态、阀门开关状态和镀膜进度，

当发生异常时触发报警并做出响应，报警日志可进行回看； 

 

4.2  8 英寸等离子体增强原子层沉积系统： 

□4.2.1 包含 1 套热法工艺模块和 1 套等离子工艺模块。热法工艺模块主要用于

沉积 Al2O3、HfO2、La2O3、ZrO2、SiO2 等氧化物薄膜材料，等离子工艺模块主

要用于沉积 SiNx、TiN、AlN 等氮化物薄膜材料及单质金属。 

〇4.2.2 腔体满足最大衬底直径≥200mm 晶圆，并兼容直径 200mm 以下尺寸衬

底的沉积使用。 

#4.2.2.1 腔体采用双腔体的结构设计，外部是真空腔，内部是反应腔，原子层沉

积反应主要在反应腔内进行，在设备正常运行时，真空腔压力大于反应腔压力。 

△4.2.2.2 反应腔采用外部环绕对称辐射加热模式，加热元件安装在真空腔和反

应腔之间，反应腔整体加热。 

*4.2.2.3 真空腔腔壁冷却采用循环冷却水冷却方式，在正常的运行时设备真空腔

腔壁温度≤40℃，避免影响实验室环境。 

〇4.2.3 热法沉积反应腔最高加热温度≥500℃，温度均匀性≤±2℃。 

〇4.2.4 等离子沉积反应腔加热温度≥350℃，温度均匀性≤±2℃。 

〇4.2.5 前驱源气体管路满足有毒性气体或易燃性工艺气体的适用要求。管路包

括 ALD 阀、压力传感器、气动脉冲阀、不锈钢管路和 VCR 连接器等配置。 

*4.2.6 前驱体管路系统需具有在线自动惰性气体净化功能，确保在 ALD 阀切断

后 ALD 阀和反应腔之间的管路内没有前躯体残留，减少或避免对前驱体管路的

清洗维护以及提高 ALD 工艺沉积速率。 

#4.2.7 液态源管路系统需设计料源瓶温度稳定装置，以稳定液态前驱体源，料源

瓶温度稳定装置包含温度传感器、金属导热适配器、水流量计等，温度控制精度：

≤±2℃。 

△4.2.7.1 常温液态源料瓶采用不锈钢材料。容积≥200ml。 

#4.2.8 加热料源装置及其与之相联接的管路的最高加热温度≥300℃，配备温控



管路、高温脉冲阀门等必要部件，加热温度可以设定和控制，温度控制精度≤±

2℃。 

〇4.2.8.1 加热前驱体料源系统均配置加热、保温和温度控制系统，以保证前驱源不

在管路中冷凝。 

#4.2.8.2 加热源料瓶采用不锈钢材料。加热源料瓶的容积≥500ml。 

〇4.2.9 包含臭氧发生器、转子计量计、气动脉冲阀、带有 VCR 接口的不锈钢管路

和气体流量调节的微孔和气体警报器等必要装置 

#4.2.9.1臭氧系统配置臭氧气柜，包含排风口和臭氧消除器等装置，臭氧发生器与

主机控制系统集成。 

*4.2.10 等离子工艺模块配置电容耦合等离子系统，适用于最大直径为 200mm 及

其以下尺寸基底的加工要求。 

〇4.2.10.1配置有射频发生器和功率匹配单元，射频频率为 13.56MHz，功率可以调

节。 

△4.2.10.2 配置带有功率接入和气体供给的真空腔盖板，盖板易拆卸。 

△4.2.11 真空泵前过滤系统安装在真空泵和原子层沉积设备之间，保持真空泵免

受尾气和尾气颗粒物的污染。真空泵前过滤系统需支持物理吸附和化学降解两种处

理方式。 

#4.2.12 物理吸附包含含有精密过滤滤芯的冷阱和电机，支持过滤器自动清洁功能； 

〇4.2.12.1 化学降解可在工艺过程中持续通入水蒸气，有效降解与水反应的前驱

体材料。 

△4.2.13 Load-Lock传片腔和基底传片装置，传片装置通过门阀系统与反应腔集成，

以确保在不打开反应腔的情况下进行样品的装卸。 

〇4.2.13.1 Load-lock 腔配置观察视窗、压力传感器、惰性气体供给管路、二级隔

离阀和过压保护阀等。 

〇4.2.13.2  配置气动控制的门阀。 

□4.2.13.3  配置样品基底升降系统。 

□4.2.14  配置干式真空泵。 

〇4.2.14.1 干式真空泵最大抽速≥100m³/h。 

〇4.2.14.2 干式真空泵与主机控制系统集成。 



△4.2.15 配置循环水冷却器，用于冷却真空腔外壁和稳定液态前驱体源瓶。 

〇4.2.15.1 循环水冷却器与主机控制系统集成。 

 

五、服务要求 

1、售后服务：投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的

服务团队。设备厂商需要在国内设有零部件仓库，并配备专业售后服务团队，保

证用户在需要的时候能够第一时间提供优质的售后服务。 

2、相应时间：电话响应时间要求 3小时内，到场响应时间要求 2个工作日内（指

从接到报障至到达故障现场的时间）。 

3、质保期：投标人提供仪器设备的质保期为设备验收合格后一年（质保期内免

费维修或更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。 

 

六、售后服务要求 

1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在

接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。 

2、仪器质保期内除人为损坏及耗材外不收取任何费用，技术服务及配件更换免

费。投标人负责终身维修，质保期外，如有维修，所用的配件只能按成本收费，

投标人需列举至少 6项常见配件的成本费，涉及到的服务及配件费用可后续根据

学校的财务报销手续进行报销。 

 

七、其他要求 

1、交付时间：签订合同后并支付预付款后 6 个月内到货。 

2、交付地点：北京科技大学 

3、不接受进口产品投标 

4、包装运输：提供货物的包装，适合于空运、或陆运等长途运输方式，适合气

候变化。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。 

5、付款方式：签订合同后，采购人支付供货合同总金额 70%的货款；项目验收合

格后，中标人向采购人支付合同价款 5%款项作为履约保证金，采购人支付供货

合同尾款；质保期结束且无质量问题，履约保证金退还给中标人。 



八、验收标准 

8.1 热法工艺模块 

薄膜材料 HfO2 

前驱体材料  TEMAH + H2O 

验收使用的衬底及尺寸 直径 200mm 硅晶圆 

验收使用的薄膜厚度 50nm 

薄膜厚度不均匀性要求 ≤2%,1sigma,边缘 5mm 去边。采用椭偏

仪测试。 

 

薄膜材料 Al2O3 

前驱体材料 TMA+ H2O 

验收使用的衬底及尺寸 直径 200mm 硅晶圆 

验收使用的薄膜厚度 50nm 

薄膜厚度不均匀性要求 ≤1%,1sigma,边缘 5mm 去边。采用椭偏

仪测试。 

8.2 等离子工艺模块 

薄膜材料 AlN 

前驱体材料  TMA + Plasma NH3 

验收使用的衬底及尺寸 直径 200mm 硅晶圆 

验收使用的薄膜厚度 50nm 

薄膜厚度不均匀性要求 ≤3%,1sigma，边缘 5mm 去边。采用椭

偏仪测试。 

 

薄膜材料 TiN 

前驱体材料 TiCl4 + Plasma NH3 

验收使用的衬底及尺寸 直径 200mm 硅晶圆 

验收使用的薄膜厚度 30nm 

薄膜厚度不均匀性要求 ≤4%,1sigma,边缘 5mm 去边。 

 


